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摘要(译)

IPS模式的有源矩阵型液晶显示装置的开口率增强，从而实现了视角宽，
清晰明亮的图像显示。液晶显示装置中的像素部分（图2中）包括TFT
（115），其包括形成在基板上的半导体膜，以及形成在第一绝缘层上的
栅电极，栅极布线（104）。形成在第一绝缘层上的公共布线（113），
其通过第二绝缘层与栅极布线（104）交叉，像素电极（112）形成在第
二绝缘层上并且与第二绝缘层连接。像素部分的TFT（115），形成为穿
过第二绝缘层位于公共布线（113）下方的信号布线（106），以及形成
在第二绝缘层上的连接电极（111）层。像素电极（112）和公共布线
（113）布置成产生平行于基板平面的电场，信号布线（106）和半导体
膜通过连接电极连接（ 111）。
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